SD 335...SD 340

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung fir
allgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementéire Transistorpaare sind sie fiir NF-Leistungs-

endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstdrkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126
Warmewiderstand Rije < 110 K/W
Rthe = 10K/W

Grenzwerte: (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)
SD 335/336 337/338 339/340

Ucso 45 60 80 Vv
Uceo 45 60 80 Vv
Ueso| 5 V
Ic| 1.5 A
icM| 2 A
Y 0,2 A
Ptot ('ll}c S 25 OCJ 12.5 w
Ptol (ﬁa S 40 °CJ 1 W
& 150 C
3a ~55...4125 °C

Statische Kennwerte (3. = 25°C — 5K)
SD 335/337/339 SD 336/338/340

min typ mox min typ max
|U@ryceo| (lic] = 1 mA)
SD 335/336 45 45 v
SD 337/338 60 60 v
SD 339/340 80 80 Vv
|Uriceo| (lic] = 50 mA)
SD 335/336 45 45 Vv
SD 337/338 60 60 Vv
SD 339/340 80 80 v
|Urero] (lle|= 1 uA) 5 5 v
lico] ([Ucs| =30V) <1 100 <10 100nA
lleso| (|Ues] =5V) <5nA 10uA < 5nA 10uA
Ucksat|') (lic| = 500 mA,
Is] = 50 mA 200 500 280 500 mV
ic| == 100 mA, [lB] = 10 mA) 70 80 mV
Ustsad') (|lc| == 500 mA,
I} = 50 mA) 870 930 mV
Use|") (|Uce| =2V,
Ic| = 500 mA) 830 1000 835 1000 mV
haig| (JUce| =2V, lic] =5mA 25 80 25 80
Uce| =2V, Gruppe A 40 65 100 40 75 100
Ic| ==150 mA)") GruppeB 63 110 160 63115 160

Gruppe C 100 150 250 100140 250

[h21 f,lgci Z’,:mvk}l) 25 90 25 108
Paarungsbedingung:

h2tE1 (JUce| = 2V,

h21 £ 2 |lc] = 150 mA)') <14
Dynamische Kennwerte: (3. = 25°C ~ 5K)

fr ([Ucg] =10V,
lic| =50 mA, f=20MHz) 50 125 75 210 MHz

1) Messung erfolgt impulsmdBig



